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DiOdO: FOlha de DadOS Escola de Engenharia de Lorena

1N4001 THRU 1N4007

GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 1.0 Ampere

s FEATURES
T + The plastic package carries Underwriters Laboratory
Flammability Classification 94V-0
e + Construction utilizes void-free

MIN.
molded plastic technique
+ Low reverse leakage \

0.107 (2.7) *( ‘ <
0.080 (2.0)
DiA. v + High forward surge current capability \
4 + High temperature soldering guaranteed:

e 250°C/10 seconds, 0.375" (9.5mm) lead length,
v 5 Ibs. (2.3kg) tension
T MECHANICAL DATA
10@254) Case: JEDEC DO-204AL molded plastic body
Terminals: Plated axial leads, solderable per MIL-STD-750,
s | e l Method 2026
DIA. B A Polarity: Color band denotes cathode end

Mounting Position: Any
NOTE: Lead diameteris  0-026 (0.66) g oy "E» part numbers .
0023 059) . Weight: 0.012 ounce, 0.3 gram

Dimensions in inches and (millimeters)
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MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

1N 1N iN 1N 1N 1N 1N
SYMBoLS | 4001 4002 4003 4004 4005 | 4006 | 4007 | UNITS
*Maximum repetitive peak reverse voltage VRRM 50 100 200 400 600 800 | 1000 | Volts
*Maximum RMS voltage VRMS 35 70 140 280 420 560 | 700 Volts
*Maximum DC blocking voltage Vbc a0 100 200 400 600 800 | 1000 | Volts
*Maximum average forward rectified current I 10 Am
0.375" (9.5mm) lead length at TA=75°C (AV) ' P
*Peak forward surge current
8.3ms single half sine-wave superimposed on IFsm 30.0 Amps
rated load (JEDEC Method) TA=75°C
*Maximum instantaneous forward voltage at 1.0A VF 1.1 Volts
*Maximum full load reverse current
full cycle average 0.375" (9.5mm) lead length at IR(AV) 30.0 uA
TL=75°C
*Maximum DC reverse current Ta= 25°C | 50 A
at rated DC blocking voltage Ta=100°C R 50.0 H
Typical reverse recovery time (NOTE 1) trr 30.0 us
Typical junction capacitance (NOTE 2) Cy 15.0 pF
Typical thermal resistance (NOTE 3) ReJa 50.0
°C/W
ReJL 250
Maximum DC blocking voltage temperature TA +150 °C
*Operating junction and storage temperature range Ty, TsTG -50 to +175 °C

NOTES:

(1) Measured on Tektronix Type "S" recovery plug-in. Tektronix 545 Scope or equivalent, IFM=20mA, IRM=TmA

(2) Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0 Volts

(3) Thermal resistance from junction to ambient and from junction to lead at 0.375" (9.5mm) lead length, P.C B. mounted
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Diodo: Folha de Dados

FIG. 2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
FORWARD SURGE CURRENT
FIG.1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
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Diodo: Folha de Dados
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FIG. 5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
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Diodo: Circuito Série — Polarizagao Reversa
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Diodo: Circuito Série — Polarizagdo Direta

$ Wy =
: D
[ s ) LE—Vp—Vg=0 Ih=—F

I ™+

tlh—|I]

4
R Ve
§_ E=Vp+ IpR
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Reta de Carga

E-V,
T Observagoes:
o O Ponto Quiescente (Q) define a
‘ corrente IDQ e a tensao VDQ direta
Ip

ID=

para uma combinacao de dispositivo e

circuito.

~_~ Curva Caracteristica o A curva caracteristica depende apenas
das caracteristicas do diodo.

o Areta de carga é definida pelos
parametros do circuito (R e E).

|ty

J @ Ponto Quiescente

Ip

___— RetadeCarga

Vb = Elj—0a
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Diodo: Analise por Reta de Carga

Exemplo |: Através da anélise por reta de carga, determinar o ponto de operagéo do circuito, a tensédo sobre o resistor
e a resisténcia DC do diodo.

A Ip(mA)
204+ -—-——-
, _ 18
+ Vi ol
O O 14 4+
Si
Ip
+ +
E =10V R O5KQ V,

3 (El}
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Diodo: Analise por Reta de Carga

Exemplo |: Através da analise por reta de carga, determinar o ponto de operagdo do circuito, a tensdo sobre o resistor
e a resisténcia DC do diodo.

+ Vp -
/ E 10V 50 mA o
Y - = <2Um -
P Rly,—ov  05kQ T s
+ | -
4Ip (mA) Vp = Eljy=0a = 10V E=10V RO OSKO V,
E - _
P
” ) \6
I\IDQE 8.5 1]15\1;“_—
\\~-__—¢46 — ? (a}
14 |-
12 - /Load line
10
8 |- Ve=E—Vp=10V — 078V =922V
6 —
4k |
Z—J)il N Vb 078V
oflosit 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V,(V) RD:IDQZIS.SnnA:42'16Q

oS (E)
J

(’\-' = (.78 V

-

-
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Exemplo Z: Repetir a anélise anterior utilizando o modelo simpliticado do dindo.

+ Vp —
Si
Ip =07V
+ + - 'I :
E=10V : ‘
—_ RL 05k V, Ideﬂ diode

- (a)
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Exemplo Z: Repetir a anélise anterior utilizando o modelo simpliticado do dindo.

== =Y oma

D7 Rly oy 05k T

Vo = Eljy—oa = 10V Vp, = 0.7V (Silicio)

o Ip. = 18.5mA
A reta de carga nao se alteral!l Do > m
Hp (mA)

Ragl 420
l\fr “"“14‘]8 VR=E—VD=10V—O,7V=9,3OV

N /

Vo, 07V
Rp=—2=—— — 37.84 Q)
" Ip, 185mA

6
4
2
0 OS_LI 3 4 5 6 7 8 9 10V, (V)
¢
~

~--——
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Diodo: Analise por Reta de Carga

Exemplo 3: Repetir a analise anterior utilizando o modelo ideal do diodo.

-+ Vp - A
—— :
Si
Ip + Vip -
+ +
- -~ R —_—
B — Ip T el diode
e 0 v

- (a)
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Diodo: Analise por Reta de Carga

Exemplo 3: Repetir a analise anterior utilizando o modelo ideal do diodo.

== =Y oma
D7 Rly,—ov 05k M
Vp. =0V
Vp = Eljy=0a = 10V Do
Ip, = 20 mA
A reta de carga nao se alteral!l
A1 (mA)
277N .
( Ip =20 m)za C-point
. A8 Vp=E—-Vp, =10V -0V =10,00V
—_— 16 |-
14
12
“"\ Ry =D _ OV _ g
8 | _— —_— _—
—p— = 7 Ip, 20mA

b = Oy
T

|
Oy _L_2 3 4 5 6 7 8 9 10,
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Diodo: Analise por Reta de Carga

Comparagao entre os resultados dos trés modelos.

Modelo Real Modelo Simplificado Modelo Ideal

Vbo = 0,78V Vb, = 0,70V Vb, = oV

Ip, = 18,5 mA Ip, = 18,5 mA Ip, = 20,0 mA

Vp =922V Ve =930V Vg =100V

Rp = 42,16 Q) Rp = 37,84 Q) Rp =0Q
Observagoes:

o O modelo simplificado é uma boa aproximacao do circuito real na maioria das vezes.
o O modelo ideal pode ser utilizado apenas quando Vp K E.
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+ Vp, —

Si M Iy Si  Si
s12vo—Ppl—Pl v 20Vvo—Ppl—id—11—,

—IF red — +IR

D
680 Q " 5.6 kO

v =E—V,=12—(0,7+1,8) =95V v =E—V,=20—(0+20)=0V
/ _E—VD_12—2,5_1397 4 ; _E—VD_ZO—ZO_O 4
PTTR T e ™M PTTR T 600
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Diodo: Conexao em Paralelo

I/O - VDl — VDl - O,7OV

i 033kQ Vo =FE—-Vp,=10—-0,7=9,3V
— AAMA— ’ o+ A P
R *II)] ‘11)2
L | o Ve 93
E-= 10V D,¥si D,V si o I, = 2 =330 28 mA
i ‘ ‘ - oy = Ipg = 2 = 24 144
p1 = 1ip2 =5 =T 5 T m
Observacgado:

o Diodos com caracteristicas muito distintas nao podem ser conectados em paralelo!!!
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Conexao Série e Paralela
If_;L,
R, + Uil A
Si 33kQ . j
Mt A r l }
D, + 2 N
+ —20v V5, O0IV R 33K

LR e
y N =  56kQ
- 56kQ -V, +
Vk, 07V V2T E- Vg, — VK, =0
I, = —2 = — 0.212mA v v B B _ :
L= R T 33K0 m Vy=E Vg, — Vg, =20V — 07V — 0.7V = 18.6 V
Vo, 186V
I =—2%= — 3.32mA

2 R,  5.6kQ

IDE + Il - 1-2
Ip,=1 — I, = 332mA — 0212mA = 3.11 mA
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Circuito que converte uma tenséo AC para DL.
ARetificador de meia-onda;
ARetificador de onda completa;

O Circuito usando Ponte de Retificagéo;

Q Circuito usando Transformador com Derivagdo Central (Center Tap)




Retificador de Meia-Onda

EEL-USH

Escela de Engenbaria de Lorena

— ] CYClE | t—

v; =V, sin of

o . O

+ N +
V; R )
1L|-.' =0V

|

|

I

v !
[ |

|

|

|

|

f

|
|
|
|
|
Vi |
|

I

Vi ~ 0,318V,

V> Ve =07V

- ---m--.l Vg = 0318V,

0 *_TH{

i

Semi-ciclo Positivo

S N W —

V; R

+
Observagdo:

= |

=0V

4+ C

v,=0VW
/4
T T

2

¥

-

o O valor de V, deve ser sempre observado para nao ultrapassar Vzp.
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Retificador de Meia-Onda

LV

0| %ﬂ T!
\\/
Offset due to Vi
Vi = 0,318V, — Vk)
t T Vi, =V, 2(V,, =V,
Vined = j (V, — Vi) sen(wt)dt = f (Vy, — Vg)senOBdo = (i - K) [—cos@]g = ( mﬂ k) = 0,636(V,,, — Vg)
0 0

v
Ve = ";d = 0,318(V,, — Vi)




Retificador de Onda Completa: Ponte oAl

.I.Fr' j,]r‘l,J
V."i‘l i"'lr.l‘i’i'
NN Vae = 0,636V,
- Vg > Vg =0,7V
0 I\/T t 0 T T m > YK
2 2
Observacgado:

o O retificado de onda completa possui maior eficiéncia!!



Retificador de Onda Completa: Ponte
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Semi-ciclo Positivo

LV

n p!.

IS 1',{|
VHI
T t
2
LV,
T N
! \
I 1
0 T T t
2




Retificador de Onda Completa: Ponte oAl

Ve ~ 0,636(V, — 2Vy)




Retificador de Onda Completa: Center Tap oAl

([ + H
Vi Vi
- Vi
0 t CT _
V- ‘
Vi
DE

Vi ~ 0,636V,

V., > Ve =07V
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Retificador de Onda Completa: Ponte

Semi-ciclo Positivo

LV

v,

m

=
b2~
il

Semi-ciclo Negativo

| W

J'-"r,
i}
1

r -
'.i‘
\ -1
R
+
m

b3~

0

e Tl

L |

0

3

Ve = 0,636(V,, — Vi)

Observacgoes:

o O retificador utilizando transformador com
derivacao central possibilita obter maior tensao
de pico apos a retificacao quando comparado
com o retificador em ponte.

o A tensao de ruptura dos diodos precisa ser maior
gue duas vezes a tensao de pico.
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Experimento 1: Curva Caracteristica

AMontar os circuitos abaixo, medir e calcular os valores indicados.
(dDesenhar a curva caracteristica do diodo.
dCalcular o valor de R, para V, =2 V.

Polarizagao Direta Polarizagao Reversa
0,0 0,0

0,3 1,0

o N > 0,4 < N O 3,0
[7: 1N4007 m 0.5 1N4007 . 5,0

+ 0,6 7.0
zzongvk F=— 2200 3,

0’7 —

+ Vp =

| ™ +

th—|I

1,0

2,0 X
3,0

5,0

7,0

Emerson G. Melo — Departamento de Engenharia de Materiais - Polo Urbo-Industrial, Gleba Al-6, Lorena, SP 12612-550, Brasil
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Experimento 2: Retiticagao de Meia-Onda

IMontar o circuitos abaixo e desenhar as formas de onda de entrada e saida.

dCalcular o valor de V..

dCalcular a corrente de pico.

1N4007

-

o Pl ’

i 4‘,7 kQ Vg

=

v; = 3cos(628,3t)

Emerson G. Melo — Departamento de Engenharia de Materiais - Polo Urbo-Industrial, Gleba Al-6, Lorena, SP 12612-550, Brasil
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